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【背景】High-k metal ゲートに用いられる

High-k 膜として、高い誘電率を持つ La 系材料

が注目されている[1,2]。High-k metal ゲートに

おいて、ソース、ドレイン領域へのコンタクト

形成のための High-k 膜の除去プロセスでは、

Si 基板に対する高い選択比とエッチング量の

高精度な制御が求められる。 Sasaki らは

C4F8/Ar/H2 プラズマを用いた LaAlSiOx 加工に

おいて、水素が LaAlSiOx 中の結合を切断する

事で LaAlSiOx のエッチングが促進されること

を示し、Si基板に対する高選択比加工（選択比

6.7）を実現した[3]。今回、エッチング量の高

精度制御を目的として、C4F8/Ar/H2プラズマに

よるエッチングを H2 プラズマによって

LaAlSiOx 中の結合を切る表面改質ステップと

C4F8/Ar プラズマによって表面改質層をエッチ

ングする除去ステップに分解したシーケンシ

ャルプロセスにより、エッチング量を制御しな

がら一層ずつ加工するプロセスを検討した。 

【実験方法】 Fig.1 に実験に用いた 100/ 

13.56MHzの 2周波重畳容量結合プラズマのエ

ッチング装置の概略図を示す。膜厚測定には

分光エリプソメトリーを用いた。 

 

 

 

 

 

 

【結果と考察】 

Fig.2にH2プラズマによるLaAlSiOxのエッチン

グ量の変化を示す。Fig.2(a)に示した C4F8/Ar プ

ラズマ 10sによるエッチング量は 2.7nmである

が、Fig2.(b)に示した H2プラズマ照射 10s 後で

は 5.6nm まで増加した。次に Fig.2(c)に示した

H2プラズマ 5s の後 C4F8/Ar プラズマ 5sのサイ

クルを二回実施した結果と Fig.2(b)に示した H2

プラズマ 10sの後 C4F8/Ar プラズマ 10s実施し

た結果と比較すると LaAlSiOx のエッチング量

は 2 回に分けた場合の方が、5.6nm から 7.9nm

へと約 1.4倍に増加することが分かった。これ

は H2プラズマ処理 10s で形成された表面改質

層が C4F8/Ar ガスプラズマ 10s の処理で完全に

除去された後、エッチレートが減少した事を示

しており、改質層の厚さとサイクル数のコント

ロールにより、LaAlSiOxのエッチング量を高精

度に制御できる可能性を示唆していると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. H2プラズマによるLaAlSiOxのエッチング

量の変化(a)C4F8/Ar 10s, (b)H2 10s + C4F8/Ar 10s, 

(c) [H2 5s +C4F8/Ar 5s]を二回 
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Fig.1. 2周波重畳容量結合型プラズマエッチ

ング装置の概略図 
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